
 

最大额定值 (Tc=25°C 除非特别说明) 

符号 参数 值 单位 

VRRM 反向重复峰值电压 1200 V 

VDC 直流反向峰值电压 1200 V 

IF 

正向持续直流电流 @Tc=25°C 50.6  A 

正向持续直流电流 @Tc=135°C 28.8  A 

正向持续直流电流 @Tc=225°C 5  A 

IFSM 
正向不重复浪涌峰值电流 

正弦半波 @Tc=25°C tp=10ms 
210 A 

IFRM 
正向重复浪涌峰值电流 (重复频率=0.1Hz, 100 次重复) 

正弦半波 @Tamb=25°C tp=10ms 
180 A 

∫i
2
dt I

2
t 值 @Tc=25°C tp=10ms 220 A

2
s 

Tstg 存储温度范围 -55 to 250 °C 

Tj 工作结温范围 -55 to 225 °C 

* 假设热阻 Rθjc 为 0.4℃/W 或者更低。 

超过表中的最大额定值应力可能损坏设备。如果超出表中的限制，则设备的功能特性无法确定，可能发生损坏，并且可能影响可靠性。 

 

 

特性 

⚫ 最大结温为 2 2 5°C 

⚫ 高浪涌电流容量 

⚫ 极快反向恢复 

⚫ 减少电路能量损耗 

⚫ 高频工作 

⚫ 开关特性不受温度影响 

⚫ 正向导通电压 VF 为正温度系数 
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电气特性 

 

 

  

符号 参数 典型值 最大值 单位 测试条件 备注 

VF 正向电压 
1.48 1.80 

V 
IF = 10 A TJ=25°C 

图 1 
2.20 3.00 IF = 10 A TJ=225°C 

IR 反向电流 
10 200 

μA 
VR = 1200 V TJ=25°C 

图 2 
60 1000 VR = 1200 V TJ=225°C 

C 总电容 

1640  

pF 

VR = 1 V, TJ = 25°C, f = 1 MHz 

图 3 145  VR = 400 V, TJ = 25˚C, f = 1 MHz 

107  VR = 800 V, TJ = 25˚C, f = 1 MHz 

QC 总存储电荷 153  nC 

VR = 800 V, TJ = 25°C, 

Qc = ∫ 𝐶(𝑉)𝑑𝑉
𝑉𝑅

0
 

图 4 

EC 电容存储能量 43.8  μJ 

VR = 800 V, TJ = 25°C, 

Ec = ∫ 𝐶(𝑉) ⋅ 𝑉𝑑𝑉
𝑉𝑅

0
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典型特性 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

图 1 典型正向特性曲线 图 2 典型反向特性曲线 

图 3 典型电容与反向电压曲线 图 4 典型存储电荷与反向电压曲线 
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